GC117

T

Rys. 1-664. GC117

WartoSci charakterystyczne

lvos

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy p-n-p
w obudowie metalowej, cigzar okolo 0,8 G
Zastosowanie: uklady wejSciowe i wzbudzajace
wzmacniaczy m.cz.

Typy podobne: 2SB75 (Hit), AC122 (Tel), AC125
(Ph), AC151 (Siem), OC70 (Ph, Tes), OC1070
(Tung), OC304 (ITT), SFT353 (Ses)

min typ max l

—Icpo 9 18 vA przy —Ucp =15V
—Icgr 25 100 wA przy —Ucgr =20 V, —Rgp =1 kQ
—Igpo 200 wA | przy —Ucgrygpo = 10 V
fr 1,2 MHz | przy —Ucg =6V, I =2 mA
hy1g (C) 45 90

(D) 71 140 przy —Ucg =6V, —I-=2mA f=1 kHz

(E) 112 224
F 10 dB przy —Ucg =6V, —I- = 0,3 mA,

R, =500 Q f=1 kHz, Af=1 kHz
hie (O 0,54 2,1 kQ
0,85 kQ

Eg)) 1;25 i:; KQ przy —Ucg =6V, —Ic =2 mA
hyze 20 | 1074 =k &z
hyse 200 uS

WartosSci graniczne

- UCBO max 25 \'% tj max +80 o
- UCER max 200 v % amb max —25++65 °C
—I¢ max 150 mA Rypj-amax 0,38 | °C/W
_IB max 50 mA | Rthj—cmax 0,05 °C/W

D Rpe =1 kQ
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Rys. 1-666. Zalezno$¢ pradu zerowego emi-

Rys. 1-665. Zalezno$¢ mocy strat od tempe-

tera od temperatury zlacza

ratury otoczenia
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Rys. 1-668. Zalezno$¢ pradu kolektora od

Rys. 1-667. Zalezno$¢ pradu zerowego kolek-

temperatury zlacza

tora od temperatury zlacza
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Rys. 1-669. Zalezno$¢ wspoélczynnika wzmoc- Rys. 1-670. Zalezno$¢ admitancji wyjsciowej
nienia pradowego od pradu kolektora od pradu kolektora
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Rys. 1-671. Zalezno$¢ impedancji wejsciowej Rys. 1-672. Zalezno$¢ napiecia szczatkowego

od pradu kolektora kolektora od pradu kolektora
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Rys. 1-673. Zalezno$¢ pradu zerowego kolek- Rys. 1-674. Zaleznos¢ wspdlczynnika wzmoc-
tora od temperatury zlacza nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-675. Zaleznos$¢ napiecia Upyp od tem-
peratury obudowy



